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КРИТИЧЕСКОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОЛЕ В НАГРЕТОМ ГЕКСАФТОРИДЕ СЕРЫ
Д.А. Александров, Н.Л. Александров, Э.М. Базелян*, А.М. Кончаков

МФТИ, Долгопрудный, Россия, e-mail: alek@neq.mipt.ru
*ЭНИН им. Г.М. Кржижановского, Москва, Россия, e-mail: bazelyan@iristel.ru
На основе численного решения уравнения Больцмана для электронов выполнен расчет критического электрического поля, при котором скорость ионизации равна скорости прилипания электронов к нейтральным частицам, в нагретом SF6. Показано, что основными причинами снижения критического поля с ростом газовой температуры являются вызванное диссоциацией газа изменение энергетического распределения электронов и уменьшение прилипания электронов к нейтральным частицам. Результаты расчета находятся в качественном согласии с имеющимися экспериментальными данными. Полученные результаты использованы для определения электрического поля в канале лидера, распространяющегося в гексафториде серы.
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